
Fig.2 成長速度の温度特性 
(写真は 800℃で合成した結晶)
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 ダイヤモンドパワーデバイスの作製において、立体的なデバイスの性質を向上するためには、エッ

チング法[1]に加えて選択成長が有用である。これまで、選択成長にTi/Au などのメタルマスクが利用

されてきた[2]が、プラズマ中に下地基板をおいて選択成長を行う場合、マスクの損傷が大きいことが

課題となっていた。これに対し、熱フィラメントCVD 法を用いた選択成長により、メタルマスクの

損傷が抑制されたことが報告されている[3]。本研究では、マスクの損傷の少ない選択成長に向けて、

プラズマがマスクに直接あたらないリモートプラズマ CVD 法を用いてダイヤモンドの合成を行い、

マイクロ波出力、基板温度などの諸条件を独立制御し、合成に及ぼす影響について検討した。 

 Si 基板に径 5nm 程度のナノダイヤモンド(エアブラウン社, Vox D)を吸着し、Fig.1 に示す尖端放

電型マイクロ波プラズマCVD 装置にてダイヤモンド合成を行った[4]。合成の条件を、メタン/水素比

0.5%、基板ホルダー―アンテナ間距離 18mm、マイクロ波出力 50～200W、基板ホルダー温度 650

～850℃、圧力 30Torr として成長し、結晶成長速度を系統的に評価した。基板ホルダーの温度の変化

に対する成長速度の特性をFig.2に示す。基板ホルダー温度の上昇とともに成長速度は増加している。

しかし、800℃で合成したダイヤモンド粒子には(100)面、(111)面ともに滑らかな結晶面を持つものが

多く見られる一方(Fig.2 インセット)、850℃で合成したダイヤモンド粒子は、(100)面は比較的滑らか

な結晶面を持つものが多いが、(111)方向には島状の成長が多く見られた。 

 当日は、リモートプラズマCVD 法による選択成長に関しても報告する。 
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Fig.1 先端放電型マイクロ波プラズマCVD 装置 
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